XXVIII conference on plasma physics and CF, February, 19-23, 2001, Zvenigorod

XXIX Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС,  25 февраля – 1 марта 2002 г.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАРКОВСКОГО УШИРЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЛИТИЕПОДОБНОГО ИОНА УГЛЕРОДА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ

*,**В.П. Гавриленко, *Н.П. Кирий, ***Х.-Й. Кунце, ***В. Фризе

*Институт общей физики РАН, Москва, Россия
**Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума Госстандарта России, Москва, Россия
***Институт экспериментальной физики V, Рурский университет, Бохум, ФРГ

Профили спектральных линий литиеподобного иона углерода CIV, начинающихся с уровня с 
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- главное квантовое число) могут в значительной мере изменяться пол действием внутриплазменного электрического поля. Высокая чувствительность вышеуказанных линий иона CIV к действию электрического поля обусловлена близостью верхних энергетических уровней иона CIV, характеризующихся одним и тем же главным квантовым числом 
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, но различающимися орбитальными квантовыми числами 
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. Поэтому внутриплазменное электрическое поле может существенно модифицировать как положение уровней энергии, так и соответствующие им волновые функции, что приводит в свою очередь к изменению вида спектрального профиля.

В настоящей работе исследована теоретически и экспериментально модификация профилей следующих спектральных линий иона CIV: 
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), которая обусловлена действием внутриплазменного электрического поля. При анализе штарковского уширения вышеуказанных линий иона CIV учитывался эффект нестатичности плазменного ионного микрополя. Экспериментальная регистрация линий CIV 465.8 нм и CIV 444.1 нм проводилась на установках “Токовый слой” и “Тета-пинч”. На основе сопоставления экспериментальных профилей спектральных линий иона CIV 
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 нм с набором численно рассчитанных профилей этих линий получены данные о напряженности внутриплазменных электрических полей и о концентрации плазмы на вышеуказанных установках.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 01-02-17810).
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